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摘 要

本論文主要是探討以光電化學溼式蝕刻氮化鎵的研究並嚐試應用在發光二極體的製作上。在蝕刻特性探討上包括改變磷酸

和氫氧化鉀二種電解液的濃度, 研究外加偏壓大小對蝕刻速率和蝕刻後表面形態之影響，以期開發出可以應用於元件製程

的溼式蝕刻氮化鎵技術。 本研究以光電化學蝕刻為基礎加上偏壓來引誘大量的電子-電洞對，加速氮化鎵氧化還原反應，

同時產生的氧化物可溶解於強酸或是強鹼之中，達到加快蝕刻速率的目的。對0.1M的磷酸，在未加偏壓時的蝕刻速率

為30nm/min；在偏壓1V下，蝕刻速率為73nm/min；在偏壓2V下，蝕刻速率為85 nm/min；對0.08M的氫氧化鉀，在未加

偏壓時的蝕刻速率為52nm/min；在偏壓1V下，蝕刻速率為1018nm/min；在偏壓2V下，蝕刻速率為1122 nm/min。實驗結

果發現，外加偏壓確實明顯提高蝕刻速率。另一方面，以電子顯微鏡(SEM)觀察蝕刻後試片表面形態發現，在外加偏壓條

件下，以低濃度電解液進行光電化學蝕刻的試片表面出現許多針狀物，而且濃度愈高表面形態愈差。相對地，在無外加偏

壓情況下，以高濃度、高溫度電解液進行蝕刻的表面較佳，雖然其蝕刻速率較慢。 為開發一同時兼顧蝕刻速率與表面形態

的蝕刻製程，吾人嚐試對低濃度外加偏壓所蝕刻的試片以高溫高濃度的氫氧化鉀溶液做進一步的處理。結果發現，高溫高

濃度的氫氧化鉀溶液可以移除表面的針狀物，改善表面的平坦度。最後，以圓形傳輸線模型的圖案，探討於蝕刻後氮化鎵

表面製作歐姆接觸的品質。
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